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Предлагается принципиально новый подход к описанию дискретных процессов многократного рассеяния заряженных частиц в слое вещества, основанный на том, что в качестве базового параметра используется среднее число n взаимодействий, которые частицы испытали в пленке известной толщины. Это позволяет проводить расчеты энергетических и угловых распределений прошедших пленку частиц адекватно экспериментальным спектрам, как представлено на Рис. 1.
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Рис. 1: а) энергетический спектр протонов с E0 = 19,68 МэВ, прошедших толстую пленку алюминия: ○ – спектр работы /1/; линии – модельный расчет в двухпотоковом приближении;
б) спектры угловых отклонений протонов с E0 = 10,3 МэВ, прошедших тонкую монокристаллическую пленку кремния: в режиме random – ○, аксиального – ● и плоскостного – × каналирования работы /2/; кривые 1, 2 и 3 – соответствующие этим режимам модельные расчеты.
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